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1

Inventia se referd la domeniul conversiei
energiei radiatiei solare in energie electrica si poate
fi  folosita la  elaborarea  convertizoarelor
fotoelectrochimice regenerative.

Esenta inventiei consta in aceea ci celula solarda
fotoelectrochimicd include un fotoelectrod semi-
conductor si un contraelectrod amplasati in solutie
electrolitica. Fotoelectrodul este executat din com-

2
pusii A’B’, iar in calitate de solutie electrolitici
este folosita solutia apoasa de Na,SiOs.

Rezultatul inventiei constd in adsorbtia din
solutia electrolitici a ionilor SiOs* si HSiOs pe
suprafata activa a fotoelectrodului, ceea ce duce la
micsorarea coroziei ultimului.
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Descriere:

Inventia se referd la domeniul conversiei energiei radiatiei solare in energie electricd si poate fi folosita
la elaborarea convertizoarelor fotoelectrochimice regenerative.

Este cunoscutd celula solard fotoelectrochimica ce include un fotoelectrod din material semiconductor
fotosensibil ZnIn,S, de tip n si un contraelectrod. Ambii electrozi sunt amplasati in solutie electrolitica ce
contine un sistem redox [1].

Dezavantajul acestei celule fotoelectrochimice constd in faptul ¢ din cauza reactiilor secundare de
naturd pur fotoelectrochimici, determinate de prezenta inevitabila a unor impuritati in electrolit si care se
desfdsoard paralel cu reactiile redox, are loc limitarea stabilitatii fotoelectrodului si, corespunzitor,
micsorarea fiabilitatii celulei.

Problema pe care o rezolva inventia constd in majorarea stabilitatii fotoelectrodului si fiabilitatii celulei
solare fotoelectrochimice.

Dispozitivul inldturd dezavantajul mentionat mai sus prin aceea ca include un fotoelectrod din material
semiconductor fotosensibil §i un contraelectrod amplasati in solutie electroliticd. Fotoelectrodul este
executat din compugii A’B’, iar in calitate de solutie electrolitici este folositd solutia apoasi de Na;SiOs.

Rezultatul inventiei constd in adsorbtia din solutia electrolitici a ionilor SiOs> si HSiOs pe suprafata
activa a fotoelectrodului, ceea ce duce la micgorarea coroziei ultimului.

La confectionarea fotoelectrodului din semiconductorii mentionati pe suprafata acestora apar legaturi
chimice nesaturate. Ele sunt echivalente cu stirile energetice de tip acceptor, care sunt completate cu
electroni atat de cdtre ionii SiOs> si HSiOj3, cat si de electronii liberi ai benzii de conductibilitate a
materialului fotoelectrodului. Astfel are loc procesul de adsorbtie pe suprafata activd a fotoelectrodului a
ionilor $i0;* si HSIOs si totodati aparitia stratului electric dublu si a regiunii sarcinilor spatiale in
semiconductor la interfata de contact electrolit-fotoelectrod. Stratul electric dublu aparut posedd un camp
electrostatic major, care repartizeaza sarcinile electrice fotogenerate in fotoelectrod.

Tonii Si05™ si HSi05™ adsorbiti pe suprafata activi a fotoelectrodului blocheazi corozia acestui material.

Inventia se explicd prin desenul din figurd, in care este reprezentatd schema celulei solare
fotoelectrochimice.

Celula solard fotoelectrochimicd include un vas 1 din sticld organicd, cu peretele frontal optic
transparent, umplut cu o solutie apoasd 2 de Na,SiOs, in care este amplasat si contraelectrodul 3, pe unul
din peretii vasului este instalat fotoelectrodul 4 semiconductor de tip A’B’, astfel incét suprafata lui activd
sd contacteze cu solutia apoasd 2 de NasSiOs, iar in partea opusd a fotoelectrodului este depus un contact
ohmic 5.

Celula fotoelectrochimica functioneazi in felul urmétor.

Exemplul 1

fn solutia apoasi 2 de NasSiO;s are loc reactia reversibild de descompunere:

NasSiO; + 2H20 «» H3SiO3 + 2NaOH (1).

Ca rezultat al acestei reactii in solutie apar ionii hidratati Na” si OH" si macromoleculele acidului
metasilicilic HzSiOs. Acesta, in mediul apos al solutiei, partial disociazd in ioni conform reactiilor
reversibile:

H,Si0; & H + HSi05°(2);

HSiOsy «» H" + Si0s* (3).

Deci in urma reactiilor (1), (2) si (3) in solutie apar ionii hidratati H, Na*, OH, HSiOs", SiOs” si sunt
prezente macromoleculele H,SiOs.

La interfata de contact a solutiei apoase 2 de NaSiOs cu fotoelectrodul 4 semiconductor GaAs, pe
suprafata activd a ciruia sunt prezente stiri energetice de suprafatd de tip acceptor, acestea sunt completate
partial cu electroni de citre ionii HSiO5™ si SiOs” si partial de electronii liberi din banda de conductibilitate.
Tonii HSiOs™ §i Si0s*, ce cedeazi electroni, rimén adsorbiti pe suprafata fotoelectrodului. In asa mod
completarea cu electroni a starilor energetice de suprafatd determind aparitia stratului electric dublu la
interfata de contact solutie - fotoelectrod.

La iluminarea fotoelectrodului 4 prin peretele frontal al vasului 1 si solutia apoasd 2 de NaxSiOs cu
transparenta opticd ~100% pentru radiatia solard sarcinile electrice generate in fotoelectrodul 4 sunt
repartizate de catre cdmpul electrostatic al stratului electric dublu al interfetei solutie - fotoelectrod.
Golurile generate sunt distribuite pe suprafata fotoelectrodului 4, iar electronii generati sunt impinsi de
campul electrostatic in volumul fotoelectrodului 4 catre contactul ohmic 5, ca prin circuitul exterior sa se
deplaseze spre contraelectrodul 3.
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Exemplul 2

in calitate de fotoelectrod 4 s-a folosit semiconductorul InP. In calitate de electrolit s-a folosit solutia
apoasd 2 de Na;SiOs. Ca si in exemplul 1, la interfata de contact cu solutia apoasd 2 de NazSiO; a
fotoelectrodului 4 semiconductor InP, stirile energetice de suprafatd sunt completate partial cu electronii
ionilor HSiO;™ si Si0s* din  electrolit si partial de electronii liberi din banda de conductibilitate a
fotoelectrodului 4 semiconductor InP. Ionii HSiOs si Sing', ce cedeazd electroni, rdman adsorbiti pe
suprafata fotoelectrodului si la suprafata fotoelectrodului 4 semiconductor apare un invelis electronic, care
blocheaza corozia fotoelectrodului 4 semiconductor.

(57) Revendicare:

Celuld solard fotoelectrochimicd care include un fotoelectrod din material semiconductor
fotosensibil $i un contraclectrod amplasati in solutie electroliticd, caracterizata prin aceea cia
fotoelectrodul este executat din compusii A’B’, iar in calitate de solutie electrolitici este folositd solutia
apoasd de NasSiOs.
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